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我々はこれまで熱間等方圧加圧(HIP)法で充填

率 90%程度の MgB2バルクを作製し、4テスラ級

捕捉磁場を得てきた[1]。HIP 法による緻密化は

MgB2 の高性能化に非常に有効であるが高コスト

である。一方、浸透法は加圧装置無しで高緻密

MgB2バルクの作製を可能にする。例えば、Giunchi

ら[2]は B 前駆体と Mg 粉末を鉄製容器に溶接密

封する Reactive Liquid-Mg Infiltration 法で充填率

93%の MgB2バルク作製に成功した。ただし、バ

ルク内に未反応Mgが残留する問題があり、サイ

ズで規格化した捕捉磁場は HIP バルクに比べて

低い。我々は、これまで浸透法と密閉カプセル法

[3]を組み合わせることで高緻密 MgB2 バルク作

製の簡便化を試みてきた。最近、カプセル形状の改善により未反応Mg残留物がほとんどないMgB2

バルクの作製に成功したので、その捕捉磁場を中心とした磁束ピン止め特性について報告する。 

図 1に磁場中冷却着磁法で得られた浸透法MgB2バルク(直径 30 mm、厚さ 9 mm)の捕捉磁場の

温度依存性を示す。また、HIP法MgB2バルク(直径 38 mm、厚さ 7 mm)の捕捉磁場を参照データ

として示す。浸透法バルクの最低温度 15.9 Kでの捕捉磁場値は 2.4 Tであった。この値は HIP法

で作製されたバルクの捕捉磁場と同等の値である。発表では、臨界電流密度の磁場依存性やそれ

を用いてシミュレートされた捕捉磁場値からこのバルクの磁場捕捉に対する潜在能力について議

論する予定である。 
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Fig.1: Temperature dependence of the trapped 

field of the infiltration-processed MgB2 bulk. 
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